























































電体メモリの一種であるMFMIS(Metal FerroelectricMetal Insulator Semiconductor)構造を















































































































































































































不揮発性 × × ○ ○ ○ ○
繰返し耐性
(write/read)
OO/CX:） oo/oo lOVoo 1012/1012 lO'Voo lO'Voo
書込み電圧 低 低 高 低 低 低
write/read時間 50ns/50ns 8ns/8ns 1ms/60ns 50ns/50ns 30ns/30ns
９
●
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Sr2Nb2O7 Sr2Ta2O7 Ca2Nb2O7 La2Ti2O7 Nd2Ti2O7
結晶構造 斜方晶・ 斜方晶 I単斜晶 単斜晶 単斜晶
格子定数 ａ(Å) 3.933 3.937 13.40 13.0185 13.02
Z,(Å) 26.726 27.198 5.51 5.5474 5.48
ｃ(Å) 5.683 5.692 7.72 7.8114 7.68
β 98°1y 98°4y 98°2が
密度 ρ(103kgm°3) 5.15 7.02 5.78 6.08
融点 瓦((Ｃ) 1700 2000 1380 1790 1800
キュリー温度 Tc{℃)， 1342 -107 (>瓦) 1500 (>1500)
飽和分極 j)，(μC/cm2) ９　　　　’ 1.9゛ ７ ５ ９‘
抗電界 刄(kv/cm) ６ 0.4* 65 45 200
比誘電率 fa 75 37 42 31
ａ） 46 22 62 43
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RTAfRapid Thermal Annealing)処理を行い、膜を結晶化する。 RTA の雰囲気は100％酸素
とし、処理時間は１分である。この結晶化アニールののち、上部電極として､Ptを175nmスパ
40























































































































































Frequency : 100 kHz
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層 膜厚［nm］ 比誘電率 役割
上部Pt 175 － 上部電極















































































































B-T : 200 °Ｃ,5 min
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一 一 一 一 －
50% Qsw
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トランジスタサイズ n-MOS IJW 0.6/1.8μm
p-MOS £/『 0.6/2.3μm
しきい値電圧 n-MOS ら 0.68 V































































































































世代* F [nml ． 600 180 130 90 65 0.7×
電源電圧* Kdd[V］ 3.0 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8×(0.85×)
ォン電流*
/｡1[μA/μm] 200 250 300 400 500 1.25×
強誘電体
キヤパシタサイズ
Cr[μm2] 2.8 0.26 0.14 0.07 0.03 0.5×
強誘電体
キヤパシタ膜厚
な[nm] 240 130 100 85 70 0.8×(0.85×)
強誘電体容量 CF[fF] 110 27 17 10 6.5 0.625×
遅延
(180 nm世代を1)


















































































































































































































































y=1 χ1ニ１ ろ=O； χ1°1 そﾆ1
●　　　　馨
●　　　　●　　　　● ●　　　　●　　　　　ｌ　　　　：　　　　．　　　　ｌ　　　　●

























































OV（O） OV（O） VsR (1) VsR (1)
K＼り2（萌） OV（O） VsR (1) VsR (1) OV（O）
０ OFF（O） ＯＮ（１） ＯＮ（１） ＯＮ（１）































































Ｋ ０ (O) (O) １ (1) (1) ０ (O) (O) １ (1) (1)


















































































































Supply voltage 2.5V 3.0V
Delay 63.4nsec 64.0nsec
Area/bit 418.8μm2 139.7μm2
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